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１．概要（Summary） 

しきい値電圧が動的に変動するランダムテレグラフノイ

ズ（RTN）を実測評価するために試作した集積回路の配

線を修正する．FIBにより，金属配線を接合する． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ・集積回路パターン微細加工(FIB)装置 

     

【実験方法】 

 つながっていない金属配線を FIB により接続する．1 チ

ップあたり 2 か所の金属配線接続の技術代行を依頼した．

修正した試作回路が正常動作することを確認し，試作回

路を用いて RTN を実測することで，RTN の影響を評価

する．65 nmプロセスの試作回路であり，8層目の金属配

線（M8）を接続する． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

修正する前は正常動作しなかったが，FIB を用いた修

正により，試作回路に搭載したリングオシレータの発振周

波数の値がシミュレーションと同様に正しく出ることを確認

した．これにより，FIBによる金属配線接続が正しく行われ

たことを確認した．Fig. 1 に FIB 加工前と加工後の SIM

像を示す．上下の金属配線 M8 が接続されていることが

確認できる． 

RTN を測定することで，回路に搭載したリングオシレー

タにおける RTN の影響を評価できる．NMOS と PMOS

の影響を分離したリングオシレータを搭載しているため，

今まで困難だった RTN の集積回路における NMOS と

PMOSの影響をそれぞれ評価可能である． 

 

Fig. 1 SIM images before/after FIB processing 
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６．関連特許（Patent） 
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